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本論文は化合物半導体のjレミネツセンスと電気的特性と題し II-VI ， ][-VJ.炭化合物半導体の電tbJ
発光と電気的特性の関連を実験的に研究し物性論的見地から発光機構を基礎的に究明することを目的
としたもので 6 章より成っている。
第 1 章は緒論で従来の II-VI ， ][-V族化合物半導体の電場発光，レーザ発光に|到する研究経過と
問題点を解説し本論文の目的と意義を明らかにしている。






第 3 章は ZnS けい光体の発光機構と題し，従来電場発光体としてよく用いられて来た II -VI;肢の
ZnS けい光体の電場発光機構に関するものである。即ち Cu， Cl などで活性した ZnS 粉末けい光体に
パノレス状のこぎり波電圧を加えたときの電場発光波形を電圧の繰返し周波数，立上り時間，及び温度




結合による機構を提案している。他の 2 つの発光ピークについて在来の Zalam などの結果を支持す
るデータを得ている。
-290-
第 4章は GaAs ダイオードの発光現象と題し，亜-v族化合物半導体である GaAs PN 接合レーザ
・ダイオードの発光と，電気的特性について述べたものである口 Te をドープした n 型 GaAs に Zn
を拡散して作った縮退 PN 接合に順方向の 1 ，..._，10 /}sec の方形波パルス電流を加えたときの発光波
形. near :f?1d pattern などと同時に電気的特性を測定している。その結果ダイオードの発光スペクト
ノレはノマノレス励起中，長波長側へずれて行くこと，パノレス巾の短いときは発光のスペクトノレ分布の包ら





第 5 章は GaAs ダイオードへの放射線照射効果と題し. GaAs ダイオードの電場発光に及ぼす格子




移動することを見出している。これらの r 線照射による変化は焼鈍によって回復し，第 1 段の焼鈍は











ZnS けい光体の電場発光の新しい機構を見出した乙とであり. ][-v 族化合物半導体に対しては，
GaAs ダイオードの発光スペクトノレの時間的変化，放射線効果などを詳しく調べることによって GaAs
レーザダイオードの発光に及ぼす格子欠陥の影響，スペクト jレの時間的変化の機構などを初めて実験
的に明らかにしたことである。
以上の結果はこれら半導体の電場発光，レーザ発光を利用するオプトエレクトロニツクスの分野に
極めて重要な貢献をするものであり，本論文は博士論文として価値あるものと認める D
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